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Щелочно-галоидные кристаллы (ЩГК) широко применяются в 

качестве материалов многофункционального назначения. ЩГК построены из замкнутых 
электронных оболочек отрицательно заряженных ионов галогена (X-, анионов) и положительно 
заряженных ионов щелочного металла (M+, катионов), и поэтому принято их называть 
кристаллами со структурой M⁺X- [1]. 



295 

 

В настоящее время ЩГК активно применяются в качестве лазерных сред, 
сцинтилляторах, дозиметрах, в медицинской диагностике. Некоторые кристаллы вдобавок к 
сцинтилляционной способности запасают часть поглощенной энергии в виде метастабильных 
центров. В них запасенная энергия освобождается термической или оптической стимуляцией, 
которая приводит к свечению. К ним относятся некоторые активированные щелочные галоиды 
[2]. В них значительная доля поглощенной энергии ионизирующих частиц запасается на 
метастабильных уровнях, формируя центры окраски. При освещении облученного люминофора 
из области поглощения центра окраски, происходит ионизация электронных центров окраски и 
последующая рекомбинация зонных носителей с центрами, которые излучают в области 
спектра, соответствующей их люминесценции. 

В нашей работе рассматриваются дефекты в кристалле KBr созданные под 
воздействием ионов 100 МэВ ксенона. 

Облучение проводилось на ускорителе тяжелых ионов ДЦ-60 (Нур-Султан, Казахстан) 
ионами ксенона с энергией 100 МэВ до флюенсов: 1010 - 1013 ион/см2 при 300 К. 

Энергетические потери (dE/dx) ионов делятся на два типа: электронные (ионизационные) 
(dE/dx)е и ядерные (упругие) (dE/dx)n. Ззависимость удельных ионизационных потерь энергии и 
упругих потерь энергии от глубины приведена на рисунке 1, они были рассчитаны с 
использованием кода SRIM 2018 [5]. 

 
Рисунок 1 - График зависимости электронных и ядерных потерь энергии для калий бром KBr 

облученного ионами 100 МэВ Xe, рассчитанные с помощью SRIM-2008 [5]. 
 
В таблице 1 приведены параметры облучения ионом  100 МэВ Xe в кристалле KBr. 
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Таблица 1 - Параметры облучения 

 
Ион Энергия, МэВ Флюенс, ион/см2 Se, кэВ/нм Sn, кэВ/нм R, мкм 
Xe 100 1010–1013 38,51 0,3135 18,13 

 
В щелочно-галоидных кристаллах, фундаментальным явлением считается распад 

автолокализованного экситона по двум каналам: излучательный и безызлучательный с 
созданием первичных радиационных дефектов [10]. Первичными радиационными дефектами, 
при распаде двухгалоидного автолокализованного экситона являются  F , H и D , I – центры, 
которые создаются при низких температурах [11].  

Работа посвящена сравнительному анализу радиационных дефектов, люминесцентным 
свойствам и эффективности запасания радиационной энергии в кристаллах KBr. 
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